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１．概要（Summary） 

ウェハ接合は低結晶欠陥密度の格子不整合ヘテロ構

造形成法であることから、高効率な多接合太陽電池の作

製法として期待されている[1]。本研究では、低コストなこと

から太陽電池への使用が有望視されるSiおよび III-V化

合物半導体の接合形成に取り組んでいる。接合前にウェ

ハに対して適切な表面前処理を施すことで高導電性の接

合形成を試みた。接合界面の性質が太陽電池用途に適

していることを示すために、当該接合を含む太陽電池の

作製を行いその性能を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

有機金属気相成長装置 

【実験方法】 

 ナノテクノロジー・プラットフォームにて、InP ウェハ上に

InP 太陽電池の構造のエピタキシャル成長を行って頂い

た。 

 自機関にて、1 cm2程度のサイズに切り出した上記 InP

太陽電池ウェハ、および、Si ウェハの表面に化学的液相

処理を施した。その後、2 枚のウェハを重ね合わせた状態

で、圧力をかけながら加熱し接合した[1]。接合試料の

InP 太陽電池側の表面にグリッド状金属電極を、また、Si

側の全面に金属電極を蒸着した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

InP 太陽電池単体（参照セル）と接合界面を含む

InP-on-Si太陽電池（接合セル）の性能を比較することで、

接合界面の電気抵抗が太陽電池の性能に与える影響の

評価を試みた。それぞれの太陽電池を 3 サンプルずつ

作製し、エネルギー変換効率の最高値は、参照セルで

5.1%、接合セルで3.2%、平均値は参照セルで4.7%、接

合セルで 2.8%であった。特に、光電流－電圧曲線から、

接合セルにおいて直列抵抗の大きいことが効率の低い

主たる原因と考えられる。しかしながら、その直列抵抗値

は 25 cm2程度と、太陽電池構造を含まない InP と Si

のウェハ同士での接合の界面抵抗値である 0.048 cm2

と比較して非常に大きかった。つまり、太陽電池での接合

の場合に何らかの原因によりウェハ同士の接合の場合よ

りも界面抵抗が大きくなっているか、太陽電池試料にお

いて接合界面以外に何らかの抵抗値の大きい部分が存

在しているか、あるいは、接合形成の工程が副次的に接

合界面以外の部分に抵抗値を大きくする影響を与えてい

る、といった可能性が考えられ、今後、性能改善に向け

検討を行う予定である。しかしながら、InP-on-Si という接

合型の太陽電池の作製および駆動を実証できたことは意

義深いものと考えられる。 
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